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Ni/SiC接合を用い、放射光をガンマ線に見立てた測定から、237Npおよび 241Amのガンマ線領域での直接エネ

ルギー変換を観測した。放射光硬 X線光電子分光および二次イオン質量分析により、接合界面での化学反応

の有無によりエネルギー変換効率が大きく変化することが分かった。 
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1. 緒言 

我々は最近、放射性廃棄物を資源化する試みとして、半導体接合を用いたガンマ線の直接エネルギー変換

研究を行っている[1]。前回、Ni/SiCショットキー接合での発電を報告したが、今回は発電量の異なるこの系

について界面を分析することにより、その違いの起源を調べた。 

 

2. 結果 

試料は単結晶 SiC上に Ni薄膜を 80nm積層したショットキー接合を用いた。エネルギー変換実験は、237Np

からのガンマ線(30keV)および 241Amからのガンマ線(60keV)の利用を想定し、SPring-8の JAEA専用ビームラ

イン BL22XU からの単色放射光 X 線を用いて行った。電圧-電流(IV)特性は Keithley 社のソースメータ 2401

型により測定した。電力は 1cm2当たりに換算して 0.1 mW程度と、前回報告とほぼ同じであった。さらに、

モンテカルロ法（PHITS コード）により試料内部におけるガンマ線吸収を求めた。これを考慮したところ、

エネルギー変換効率は 1-2％であり、過去報告された III-V属半導体での値と近い[2]。しかし、試料によって

は、変換効率は 1/10以下であった。この起源を明らかにするため、放射光硬 X線光電子分光と二次イオン質

量分析を併用して Ni-SiC界面の分析を行ったところ、発電量の少ない試料では界面で化学反応が起こってお

り、ショットキー接合が損傷を受けていることが分かった。 

 

3. 今後について 

Ni/SIC でのガンマ線エネルギー変換効率は％程度であり類似系と同程度であったが、試料作製に上記の複

数手法をフィードバックさせることで、より効率の良い試料の作製を行っていく。 
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